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Abstract (Basic) : DE 19850915 CI 

NOVELTY - The top coating (4) on the dielectric layer (3) is 
connected to one of two of the capacitor *s connecting conductors 
(5,6) 

by a conductive air-lift. The capacitor's parasitic inductivities 

are 

further compensated as both connecting conductors are connected to 

each 

other by one or more highly resistive wires to bypass the 
capacitor . 

USE - In concentrated capacitors. 

ADVANTAGE - The parasitic inductive proportion of the reactive 
impedance is a low as possible. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows a top-down view of 

a 

capacitor wired in series, 
dielectric layer (3) 
top coating (4) 
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@ Monolithisch integrierte Kapazitat 

(§) Die monolithisch integrierte Kapazitat wird durch zwei 
auf einem Substrat (1) aufgebrachte und durch eine di- 
elektrische Schicht (3) voneinander getrennte leitende Be- 
lage (2, 4) gebildet, wobei der auf der dielektrischen 
Schicht (3) aufliegende obere Belag (4) uber mindestens 
eine leitende Luftbrucke (7) mit mindestens einem von 
zwei AnschluSleitern (5) der Kapazitat verbunden ist. Pa- 
rasitare Induktivitaten der Kapazitat werden dadurch 
weitgehend kompensiert, daS die beiden Anschlu&leiter 
{5, 6) durch mindestens eine, die Kapazitat uberbrucken- 
de, hochohmige Leitung (8, 9) miteinander verbunden 
sind. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

Die vorliegende Erfindung betrifft einc monolithisch inte- 
grierle Kapazilat, deren Elektroden durch zwei auf einera 
Substrat aufgebrachte und durch eine dielektrische Schicht 
voneinander getrennte leitende Belage gebildet werden, wo- 
bei der auf der dielekirischen Schichi aufliegende obere Be- 
lag iiber luindeslens eine leitende Luftbrucke mit minde- 
stens einem von zwei AnschluBleitem der Kapazitat verbun- 
den ist. Eine derartige monolithisch integrierte Kapazitat 
geht aus dem "Design Guide, GaAs Foundry Services" von 
Texas Instruments, Version 4.2, Februar 1997, S. 1-6 hervor 

Bei sehr hohen Frequenzen, z. B. im Milimeterwellenbe- 
reich, haben nionolithisch integrierte Kapazitaten nicht rein 
kapazitive Eigenschaften wie konzentrierte Kapazitaten, 
sondcm sic wciscn untcr Umstandcn auch cincn schr hohcn 
induktiven Blindwiderstand auf. Dieser induktive Anteil re- 
sultiert hauptsachlich aus einer oder mehreren leitenden 
Luftbrucken, vvelche einen Belag der Kapazitat mit einer 
AnschluBleitung verbinden, Je kleiner die Kapazitat ist, d. h. 
je geringer die Abmessungen der Belage des Kondensators 
sind, desto groBer ist der Abstand zu den AnschluBleitungen 
und desto langer iiiussen die leitenden Luftbrucken ausge- 
bildet sein. Je langer aber die leitenden Luftbrucken sind. 
desto groBer wird der parasitare, induktive Anteil an dem 
Blindwiderstand. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
monolihisch integrierte Kapazitat anzugeben, deren parasi- 
larer induktiver Anteil des Blindwiderstandes moglichst ge- 
ring ist, 

Vorteile der Erfindung 

Die genannte Aufgabe wird mit den Merkmalen des An- 
spruchs 1 dadurch gelost, daB die beiden AnschluBleiter 
durch mindestens eine, die Kapazitat uberbruckende, hoch- 
ohmige Leitung miteinander verbunden sind. Diese Leitung 
stellt einen induktiven Blindwiderstand dar, der zu anderen 
parasitaren induktiven Blindwiderstanden paiallelgeschaltet 
ist. Der gesamte induktive Anteil des Blindwiderstandes der 
Kapazitat wird dadurch erhebhch reduziert. 

Gemafi den Unteranspruchen kann die monolithisch inte- 
grierte Kapazitat entweder als seriell geschaltetes Bauele- 
ment ausgebildet sein, wobei der obere Belag uber eine lei- 
tende Luftbrucke mit einem der beiden AnschluBleiter ver- 
bunden isi und der unter der dielektrischen Schicht liegende 
untere Belag direkt in den anderen AnschluBleiter ubergeht. 
Oder die monolithisch integrierte Kapazitat kann einen Ne- 
benschhiB nach Masse bilden, wobei der untere Belag iiber 
eine Durchkontaktiemng im Substrat mit einer auf der ge- 
genuberliegenden Substratseite vorhandenen Masseleitung 
kontaktiert ist und der obere Belag uber jeweils eine leitende 
Luftbrucke mit beiden AnschluBleitem verbunden ist. 

Zeichnung 

Anhand zweier in der Zeichnung dargesteUter Ausfuh- 
rungsbeispiele wird nachfolgend die Erfindung naher erlau- 
tert . Es zeigen: 

Fig. la eine Draufsicht auf eine in Serie geschaltete Ka- 
pazitat, 

Fig. lb einen Querschnitt A-A der in Fig. 1 dargestellten 
Kapazitat, 

Fig. Ic ein Ersatzschaltbild dieser Kapazitat, 
Fig. 2a eine Draufsicht auf eine einen NebenschluB nach 
Masse bildende Kapazitat, 
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Fig. 2b einen Querschnitt B-B der in Fig. 2a dargestellten 
Kapazitat und 

Fig. 2c ein Ersatzschaltbild dieser Kapazitat. 

5 Beschreibung von Ausfuhmngsbeispielen 

Der Fig. la ist eine Draufsicht und der Fig. lb ein Quer- 
schnitt A-A durch cine auf einem Substrat 1 (z. B. GaAs- 
Substrat) monolithisch integrierte Kapazitat zu entnehmeti. 
10 Es handelt sich hierbei, wie das in der Fig. Ic dargestellte 
Ersatzschaltbild der monolithisch integrierten Kapazitat 
verdeutlicht, um eine seriell geschaltete Kapazitat CI. 

Die monolithisch integrierte Kapazitat besteht in bekann- 
ter Weise aus einem unteren auf dem Substrat 1 direkt auf- 
15 gebrachten Belag 2, der die erste Elektrode der Kapazitat 
bildet, einer darauf aufgebrachten dielektrischen Schicht 3 
und einem auf der dielektrischen Schicht 3 aufgebrachten 
obcrcn Belag 4, der die zwcitc Elektrode der Kapazitat bil- 
det. Auf dem Substrat 1 sind weiterhin ein erster AnschluB- 
20 leiter 5 und ein zweiter AnschluBleiter 6 aufgebrachL Bei 
dem hier als seriell geschaltetes Bauelement ausgebildeten 
Kapazitat geht der untere Belag 2 direkt in den AnschluBlei- 
ter 6 uber. Der andere AnschluBleiter 5 ist uber eine leitende 
Luftbrucke 7 mit dem oberen Belag 4 elektrisch leitend ver- 
25 bunden. Die leitende Luftbrucke 7 ist beispielsweise als 
Goldbandchen ausgefiihrt. 

Die leitende Luftbrucke 7 verursacht einen parasitaren in- 
duktiven Blindwiderstand, der im Ersatzschaltbild in Fig. Ic 
als Induktivitat LI 1 mit der Kapazitat CI in Reihe geschaltet 
30 ist Diese parasitare Induktivitat LI 1 kann durch eine Induk- 
tivitat LI, welche zu der parasitaren Induktivitat Lll und 
der Kapazitat CI parallelgeschaltet ist, weitgehend kompen- 
siert werden. Eine solche kompensierende Induktivitat LI 
wird, wie in Fig. la dargestellt, dadurch geschaften, daB die 
35 beiden AnschluBleiter 5 und 6 durch mindestens eine, die 
Kapazitat uberbruckende, hochohmige Leitung 8, 9 mitein- 
ander verbunden werden. Je nachdem wie groB die zu kom- 
pensierende parasitare Induktivitat ist, reicht auch u. U. eine 
einzige Leitung 8 oder 9 aus. Bei einer groBeren parasitaren 
40 Induktivitat empfiehlt es sich aber, wie in dem Ausflihrungs- 
beispiel der Fig. la dargestellt, zwei die Kapazitat iiberbriik- 
kende Leitungen 8 und 9 vorzusehen. Die GroBe der parasi- 
taren Induktivitat Lll hangt im wesentlichen von der Lange 
der leitenden Luftbrucke 7 ab. Die Lange der Luftbrucke 7 
45 ist um so groBer, je kleiner die Kapazitat. d, h. je kleiner der 
obere Belag 4 ist. Denn je kleiner der obere Belag 4 ist, de- 
sto groBer wird der zu uberbruckende Abstand zwischen 
ihm und der AnschluBleitung 5. Der gesamte induktive An- 
teil der monolithisch integrierten Kapazitat wird sehr ge- 
50 ring, wenn die Induktivitat LI der hochohmigen Leitungen 8 
und 9 sehr viel kleiner als die parasitare Kapazitat Lll der 
Luftbrucke 7 ist. 

In der Fig. 2a ist eine Draufsicht, in der Fig. 2b ein Quer- 
schnitt B-B und in der Fig. 2c ein Ersatzschaltbild einer mo- 
55 noUthisch integrierten Kapazitat dargestellt, die einen Ne- 
benschluB nach Masse bildei. Die integrierte Kapazitat 
weist einen auf einem Substrat 10 aufgebrachten unteren 
Belag 11, eine dariiber liegende dielektrische Schicht 12 und 
einen darauf aufgebrachten oberen Belag 13 auf. Der untere 
60 Belag 11 und der obere Belag 13 bilden die beiden Elektro- 
den der Kapazitat Der untere Belag 11 ist uber eine Durch- 
kontaktiemng 14 im Substrat 10 mit einer Masseleitung 15 
auf der dem unteren Belag 11 gegenuberliegenden Substrat- 
seite kontaktiert. Auf derselben Substratseite, auf der die 
65 Bclagc 11 und 13 der Kapazitat aufgcbrachi sind, bcfindcn 
sich zwei AnschluBleiter 16 und 17, die beide uber jeweils 
eine leitende Luftbrucke 18 und 19 mit dem oberen Belag 13 
der Kapazitat verbunden sind. 
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Die beiden leircnden LutYbrucken 18 und 19 bilden, wie 
iin Ersaizschakbild dcr Fig. 2c dargestellu zwei parasiiare 
Indukiivitaten L21 und L22, AuBerdein hat die Durchkon- 
lakrierung 14 eine induklive Wirkung, die in der Rrsatz- 
schali ung als zu der Kapazitat C2 in Reihe geschallele para- 5 
silare Indukti vilai L23 dargesielli ist. Der gesamte induktive 
Blind widerstand der iiionolithisch integrierten Kapazitat 
kann niiitels einer zusatzlich eingefuhrien, zu den anderen 
parasiiurcn IndukiivitScen parallel geschalteten Induktivitat 
L2 schr siark reduziert werden. Diese zusatzliche Induktivi- lO 
taf L2 wird niiiiels einer oder zweier hochohiniger Leilun- 
gen 20, 21 rcalisicrt, welche die beiden Anschlufileiter 16 
unci 17 niiicinander verbinden. 

Patent anspriiche 15 

1. Monoliihisch integrierte Kapazitat, deren Elektro- 
dcn durch /wci auf cincm Substrat. (1, 10) aufgcbrachtc 
und durch cine diclektrische Schicht (3, 12) voneinan- 
dcr j!circnnic, Iciicndc Belage (2, 4, 11, 13) gebildei 20 
wcnicn. wohci dcr auf der dielektrischen Schicht (3, 
12) aulliciicndc obcre Belag (4, 13) uber mindestens 
einc Iciicndc Luribrucke (18, 19) mit mindestens einera 
von /.wci AnschluBleitem (5, 16, 17) der Kapazitat ver- 
burkicii isi. dadurch gekenn:£eichne(, daB die beiden 25 
AnschluL^lciiuT (5, 6. 16, 17) durch mindestens eine, die 
Kapa/iiiii uK'rbriickcnde, hochohniige Leitung (8, 9, 
20, 21 ) niiicinandcr vcrbunden sind. 

2. Monolithisch integrierte Kapazitat nach Anspiuch 

U dadurch gckcnn/cichnet, daB sic als seriell geschal- 30 
tetes Hauclcnicni uu,sgebildet ist, wobei der obere Be- 
lag (4) iihcr cine Iciicnde Luftbriicke (7) mit einetn der 
beiden AiiNchluUlciicr (5, 6) verbunden ist und der un- 
ter der diclckirischcn Schicht (3) liegende untere Belag 
(2) dirckl in den andcren AnschluBleiter (6) iibergehL 35 

3. Monolithisch integrierte Kapazitat nach Anspruch 
1, dadurch gckcnnzcichnet, daB sieeinen NebenschluG 
nach Masse biUlct, wobei der unter der dielektrischen 
Schicht (12) hcgcnde Belag (11) uber eine Durchkon- 
taktierung (14) ini Subsurat (10) mit einer auf der ge- 40 
genuberlicgcndcn Substratseite vodiandenen Masselei- 
tung (15) kontakliert ist und der obere Belag (13) iiber 
jeweils cine Iciicndc Luftbriicke (18, 19) mit beiden 
AnschluBlcitcrn (16, 17) verbunden ist. 
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